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(54) Title: NITRIDE SEMICONDUCTOR COMPONENT AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: NITRIDHALBLEITER-BAUELEMENT UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG
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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a layer structure of a nitride semiconductor component on a silicon
surface, said method comprising the following steps: a substrate having a silicon surface is prepared; a nitride nucleation layer
containing aluminium is deposited on the silicon surface of the substrate; a nitride buffer layer containing aluminium is optionally
deposited on the nitride nucleation layer; a masking layer is deposited on the nitride nucleation layer or on the first nitride buffer
layer if present; and a first nitride semiconductor layer containing gallium is deposited on the masking layer, the masking layer
being deposited in such a way that separate crystallites first intergrow in the deposition step of the first nitride semiconductor layer,
above a coalescence layer thickness, and cover an average surface of at least 0,16 um?2 in a layer plane of the intergrowing nitride

semiconductor layer, perpendicularly to the direction of growth.
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Erklirung geméiB Regel 4.17:

—  Erfindererklirung (Regel 4.17 Ziffer iv) Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-

kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
Veroftentlicht: des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
—  mit internationalem Recherchenbericht PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Schichtstruktur eines Nitridhalbleiterbauele-
ments auf einer Siliziumoberfldche, mit den Schritten: - Bereitstellen eines Substrats, das eine Siliziumoberfldche hat; - Abscheiden
einer aluminiumhaltigen Nitridankeimschicht auf der Siliziumoberfliche des Substrats; - Optional: Abscheiden einer aluminium-
haltigen Nitridpufferschicht auf der Nitridankeimschicht; - Abscheiden einer Maskierungsschicht auf der Nitridankeimschicht oder,
wenn vorhanden, auf der ersten Nitridpufferschicht; - Abscheiden einer galliumhaltigen ersten Nitridhalbleiterschicht auf der Mas-
kierungsschicht, wobei die Maskierungsschicht derart abgeschieden wird, dass im Abscheideschritt der ersten Nitridhalbleiterschicht
zunichst getrennte Kristallite wachsen, die oberhalb einer Koaleszenzschichtdicke zusammenwachsen und in einer Schichtebene der
zusammengewachsenen Nitridhalbleiterschicht senkrecht zur Wachstumsrichtung eine durchschnittliche Fldche von mindestens 0,16
um?2 einnehmen.



